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Abstract (Aim, Use
Applications and

Contents)

原子層堆積法を用いた、高誘電膜の成膜を検討している。そのため、デバイス適用
可否を検討するため、成膜した膜の特性を十分に把握する必要がある。

実験
Experimental 北海道大学所有のALD装置で高誘電膜の成膜を行い、膜質の評価を進める。

結果と考察
Results and Discussion

原子層堆積法 (ALD: Atomic Layer Deposition) を用いた、高誘電膜の成膜を行い、
その特性を評価した。結果、高誘電膜の成膜を実現することが出来た。また、原子
層堆積法を用いた高誘電膜の評価も行い、所望の特性が得られていることを確認し
た。
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